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１．概要（Summary） 

MEMS 構造体の特性に悪影響を与えない、低残留応

力膜の作製を検討している。PE-CVD による SiNx 膜の

成膜において成膜条件を調節することで、低残留応力

SiNx膜を成膜することに成功した。 

 

２．実験（Experimental） 

[利用した主な装置] 

○住友精密 PECVD装置 

[実験方法] 

 住友精密 PECVD装置(Fig. 1)で成膜する SiNx膜の

残留応力に関わるパラメータはプロセスガス流量、バイア

ス電圧値、等複数存在するが、本実験では上下電極間の

電圧の周波数スイッチングをメインパラメータとして使用し

た。 

 装置で使用できる周波数は13.56 MHzと380 kHzで、

それぞれの周波数を使用することで引張、圧縮の残留応

力を持つ SiNx 膜を成膜できる。成膜中に周波数を切り

替え符号のことなる引張、圧縮の残留応力を持つ SiNx

膜を積層させることで互いの残留応力打消し低残留応力

SiNx膜の成膜を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.2に実験結果を示す。横軸のXは全成膜時間に対

する 13.56 MHzの周波数を使用した成膜時間を百分率

で表したものである。X = 0%では膜は圧縮の残留応力を

もっており、X の値が大きくなるにつれて膜の残留応力が

引張にシフトしていく様子がわかる。実験の結果、X = 

40%付近で最もSiNx膜の残留応力が低くなることが分か

った。また、MEMS 構造体作成プロセス中に加えられる

温度と同等の基板温度で成膜を行うことで、プロセス中の

SiNx 膜の残留応力の変化を抑えることが可能であること

も明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

６．関連特許（Patent） 

なし 

Fig. 1 plasma enhanced chemical vapor 

deposition system. 

Fig. 2 X is percentage of deposition time 

using 13.56 MHz voltage to the total. 

As increasing of   X, value of residual 

stress shift in tensile. 

 


